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(57) Abstract: A layer system with a silicon layer (11) is disclosed, on which a surface passivation layer (17) is at least partly 
applied. The passivation layer (17) comprises a first at least extensively inorganic partial layer (14) and a second at least extensively 
polymeric partial layer (15). A method for production of a passivation layer (17) on a silicon layer (1 1) is also disclosed, whereby a 
first inorganic partial layer (14) is applied to the silicon layer (1 1), an intermediate layer applied to the above and on the intermediate 
layer a second polymeric partial layer (15) is applied to form the passivation layer (17). The production of the intermediate layer is 
achieved, whereby in the surface region thereof adjacent to the first partial layer (14), the composition thereof is the same as the first 
partial layer (14) and in the surface region thereof adjacent to the second partial layer (15) the composition thereof is the same as the 
second partial layer (15) and that the composition of the intermediate layer varies continuously or stepwise from the composition 
corresponding to the first partial layer to the composition corresponding to the second partial layer. The disclosed layer system or 
the disclosed method are particularly suitable for the production of self-supporting structures in silicon. 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Schichtsystem mit einer Siliziumschicht (1 1) vorgeschlagen, auf der zumindest bereichsweise 
oberflachlich eine Passivierschicht (17) aufgebracht ist, wobei die Passivierschicht (17) eine erste, zumindest weitgehend anorgani- 
sche Teilschicht (14) und eine zweite, zumindest weitgehend 
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polymere Teilschicht (15) aufweist Weiter wird ein Verfahren zur Erzeugung einer Passivierschicht (17) auf einer Siliziumschicht 
(11) vor geschlagen, wobei auf der Siliziumschicht (11) eine erste, anorganische Teilschicht (14), auf dieser eine Zwischenschicht 
und auf dieser eine zweite, polymere Teilschicht (15) erzeugt wird, die die Passivierschicht (17) bilden. Die Erzeugung der Zwischen- 
schicht erfolgt derart, dass die Zwischenschicht in ihrem der ersten Teilschicht (14) benachbarten Oberflachenbereich wie die erste 
Teilschicht (14) und in ihrem der zweiten Teilschicht (15) benachbarten Oberflachenbereich wie die zweite Teilschicht (15) zusam- 
mengesetzt ist, und dass die Zusammensetzung der Zwischenschicht kontinuierlich oder stufenweise von der Zusammensetzung 
entsprechend der ersten Teilschicht in die Zusammensetzung entsprechend der zweiten Teilschicht ubergeht. Das vorgeschlagene 
Schichtsystem oder das vorgeschlagene Verfahren eignet sich besonders bei der Erzeugung von freitragenden Strukturen in Silizium. 
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